3.1.3,3

No caso do semicondutor tipo P os Atomoa da impurezs
tendem a extrair 1 electric ac Atome vizinho de germinic
cu de silfcic. Este dtomo de germdnic fica sesim com uma
lacuna (fica positivo). Por sua vez ¢ &tomo onde sricte
ums lacuna tende a extrair. um electrio de cutro Atomo
vizinho, fazendo assim a lacuna mudar de aftio,
Aplicanda ums tensdo continua ao semicondutor tipo P
haveri também passagem de corrente, mas agora diz-se que

corrente ae ohiém por deslocaclo de lacunaa,

As lacunag s32 atraidas pelo polo negative da pilha.

Oa portadores maisritériocs num material tTipoe "P" aio:
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matearial de tipo P exintem:

Ag lacunas que s¥o os portadores (de corrente)
maicritidrica.

Alguna slectrdes livres que 8is o8 portadores minoritério

material de tipo N existem:

{p alecirdes livres que Bdo o5 portadores maloritérios

Algumas lacunas que gaoc os portadores minoritirios.




